Az alabbiakban bemutatjuk egy uj, girator alapu aktiv induktiv aramkor tervezését,
megvalositasat és mérési eredményeit egy 1,2 V 65nm-os CMOS technoldgiaban.
Kizarélag egymasra helyezett nMOS-pMOS tranzisztor-kombinacidk alkalmazasaval a
javasolt differencial-atalakité maximalis 6nrezonancia-frekvenciat ér el, koriilbeliil 18
GHz-et, magas linearitast mutat, mindossze 6 mA aramfelvétellel, ezért vonzo lehet a
radiéfrekvencias alkalmazasokhoz. A javasolt aktiv induktorokat tovabbi aramkorokkel és
kapcsolhaté kondenzatorokkal kombinaljak, hogy induktor nélkiili, tjrakonfiguralhaté RF
erlsitot képezzenek. A mérési és szimulacids adatok 6ssze- hasonlitasa a szorasi
paraméterek és a kimeneti kompresszié szempontjabdl igazoljak az aktiv induktor
miikédését.
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(a) Block diagram
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Nagy linearitasa differencial GHz-es| girdtor 65nm-es CMOS dramkérbal.
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Fig. 3. Novel Gyrator circuit.
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Fig. 4. Simulated input impedance of known and novel gyrator circuit.
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Fig. 5. Simulated inductance for different capacitive loads.
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Fig.Simulated differential forward transmission coefficient Sdd,21.
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Fig. 7. Simulated differential output reflection coefficient Sdd,22.
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